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1.	 概述
在许多领域中，温度是直接关系产品质量、安全性和可靠性的重要物理参数之一。不同的温度传感器制造技术满足
不同的应用要求。IST公司专注于高质量薄膜式温度传感器的技术研发和生产制造。IST的专业技术部分源自半导体
行业，使得生产的温度传感器的外形尺寸十分小巧。薄膜式温度传感器热质低，响应时间很短。同传统温度传感器
相比，IST公司的薄膜式温度传感器的技术和工艺优势明显，具有更高的测量精度和长期稳定性，在宽温度范围内
可互换。批量薄膜生产能够实现最优性价比。

2.	 结构
温度传感器由高纯度的曲形铂线组成，光刻在陶瓷基片上。首先，通过激光微调电阻值；随后，精准调节至最终
值。电阻带玻璃钝化层，为传感器提供机械和化学损伤防护。焊接引线带额外固定层。

3.	 标称值和温度系数
传感器的标称值是指 0 °C 时传感器的设定值。温度系数 α ( TCR ) 的计算公式如下：

 α =                       [K-1] 符合 DIN 43760（ 原标准 ）标准，数值为 0.00618 K-1。

 

通常，数值单位为 ppm/k。
 
R0 = 0 °C 时的电阻值（ 单位：Ω ） 
R100 = +100 °C 时的电阻值（ 单位：Ω ）

4.	 长期稳定性
在最高工作温度下连续工作 1000 小时后的欧姆值变化量小于 0.1%。 

5.	 温度特性曲线 1)

温度特性曲线由多项式定义：

R(T) = R0 (1 + A * T + B * T2 +  C * T3 + D * T4 + E * T5 + F * T6)

镍 ND（ 6180 ppm/K ） 镍 NL（ 5000 ppm/K ） 镍 NJ（ 6370 ppm/K ） 镍 NA（ 6720 ppm/K ）
A 5.485 * 10-3 [°C-1] 4.427 * 10-3 [°C-1] 5.64742 * 10-3 [°C-1] 5.88025 * 10-3 [°C-1]
B 6.65 * 10-6 [°C-2] 5.172 * 10-6 [°C-2] 6.69504 * 10-6 [°C-2] 8.28385 * 10-6 [°C-2]
C 0 5.585 * 10-9 [°C-3] 5.68816 * 10-9 [°C-3] 0
D 2.805 * 10-11 [°C-4] 0 0 7.67175 * 10-12 [°C-4]
E 0 0 0 0
F -2 * 10-17 [°C-6] 0 0 -1.5 * 10-16 [°C-6]

R0 = 0°C 时的电阻值（ 单位：Ω ） T = 温度，符合 ITS 90 标准
1) 允许用户定制特性曲线（ 例如 Balco 多项式 ） 
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6.	 精度等级，符合 DIN 43760 标准

精度等级 偏差（ ± °C ） IST 标准
T < 0 °C T > 0 °C

1/2 DIN 43760 0.2 + 0.014 x |T| 0.2 + 0.0035 x |T| A
DIN 43760 0.4 + 0.028 x |T| 0.4 + 0.007  x |T| B

|T| 为温度值（ °C ），无正负。在温度不超过 +260 °C 时偏差可保证。
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7.	 工作电流
工作电流的影响很大程度上取决于传感器的实际使用状况，可能会产生明显的自热效应。通常，工作电流应尽可能
小，这样才能减少自热效应。常用测量电流如下表所示：

推荐电流：
100 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω 10000 Ω
1 mA 0.5 mA 0.3 mA 0.2 mA 0.1 mA

8.	 自热
电流会引起自热现象，导致测量误差。为了减小误差，测试电流应尽可能小。自热导致的测量误差与温度误差相
关 ∆T = R x I2 / E。  

E = 自热系数（ mw/k ），R = 电阻（ kΩ ），I = 测量电流（ mA ），P = 功率（ mW ）
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9.	 响应时间
响应时间定义为传感器检测温度变化所需的时间（ 秒 ）。t0.63 表示传感器测量 63% 温度变化所需的时间（ 秒 ）。
响应时间取决于传感器的外形尺寸、接触热阻和被测介质。

尺寸代号 传感器尺寸 响应时间（ 秒 ） 自热效应自热效应

L x W x H / H2（ mm ） 水（ v = 0.4 m/s ） 空气（ v = 1 m/s ） 水（ v = 0 m/s ） 空气（ v = 0 m/s ）

t0.5 t0.63 t0.9 t0.5 t0.63 t0.9 E （ mW/K 
）

∆T （ 
[mK]1)）

E （mW/K ）
∆T in [mK]1)

232 2.3 x 2.0 x 0.25/0.8 0.09 0.12 0.33 2.7 3.6 7.5 40 2.3 4 22.5

232 2.3 x 2.0 x 0.65/1.3 0.15 0.2 0.55 4.5 6 12 40 2.3 4 22.5

325 3.0 x 2.5 x 0.65/1.3 0.25 0.3 0.7 5.5 7.5 16 90 1 8 11.3

516 5.0 x 1.6 x 0.65/1.3 0.25 0.3 0.7 5.5 7.5 16 80 1.1 7 12.9

520 5.0 x 2.0 x 0.65/1.3 0.25 0.3 0.75 6 8.5 18 80 1.1 7 12.9

525 5.0 x 2.5 x 0.65/1.3 0.33 0.4 0.85 6.5 9 19 90 1 8 11.3

102 10.0 x 2.0 x 0.65/1.3 0.33 0.4 0.85 7.5 10.5 20 140 0.6 10 9

538 5.0 x 3.8 x 0.65/1.3 0.35 0.5 0.9 7.5 10 20 140 0.6 10 9

505 5.0 x 5.0 x 0.65/1.3 0.4 0.5 1.1 8 11 21 150 0.6 11 0.6

SMD 1206 3.2 x 1.6 x 0.4 0.15 0.25 0.45 3.5 4.2 10 55 1.8 7 14.3

SMD 0805 2.0 x 1.2 x 0.4 0.1 0.12 0.33 2.5 3 8 38 2.6 4 25
1) 自热 ∆T[mK] 测量条件：Ni1000，0 ºC 温度下的工作电流为 0.3 mA

L：传感器长度（ 无连接线 ） H：传感器高度（ 无连接线 ）
W：传感器宽度 H2：传感器高度（ 带连接线，不受外力影响 ）

上表中的数值仅供参考。采用不同的装配方式，在不同的测量条件下，自热效应和响应时间会存在差异。

10.	 工作条件
传感器的设计和开发具有高性能和鲁棒性。但是，传感器在应用中必须由客户进行测试，以确保可靠性和性
能。IST AG不对任何应用程序失败负责。 
 
建议防止传感器直接接触环境，避免腐蚀性介质和高湿度环境。传感器不应与液体直接接触。

11.	 尺寸偏差
传感器宽度（ W ）±0.2 mm 
传感器高度（ L ）±0.2 mm
传感器高度（ H2 ）±0.2 mm

传感器高度（ H ）±0.1 mm
线长：±1 mm（ 5...30 mm ）
线长：超过 30 mm，偏差需特殊选型 
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13.	    补充文档资料

文档资料名称：
英文版： 德文版：

规格参数表： DTN150_E DTN150_D

DTN200_E DTN200_D

DTN200_E DTN200_D

DTNSMD_E DTNSMD_D

12.	    存储
镍薄膜传感器不能暴露在腐蚀、腐蚀或潮湿的环境中。湿度在70% rH以上，避免直接暴露在阳光下。
额外的存储预处理适用于特定的传感器。

在理想情况下，以下参数适用：
温度范围：                                                                                      10°C至30°C
湿度：                                                                                               50+/- 10% rH
储存：                                                                                               中性环境，不直接暴露在阳光下

其他存储预处理：
镀银和银丝应密封包装，以避免变色。
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